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(57) Abstract: The invention relates to a semi-conductor substrate and a semi-conductor circuit embodied therein and a production
& method associated therewith. A plurality of cavities (P) provided with a respective dielectric layer (D) and a capacitor-electrode
(E2) are embodied in order to produce capacitors buried in a carrier substrate and an actual semi-conductor component layer (3) is

insulated from the carrier substrate (1) by an insulation layer (2).
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Veroftentlicht: Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
—  mit internationalem Recherchenbericht kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden  des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliiren Ausgabe der
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen ~ PCT-Gazette verwiesen.
eintreffen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleitersubstrat sowie eine darin ausgebildete Halbleiterschaltung und zuge-
horige Herstellungsverfahren, wobei zur Realisierung von vergrabenen Kondensatoren in einem Tragersubstrat (1) eine Vielzahl von
Vertiefungen (P) mit einer jeweiligen dielektrischen Schicht (D) und einer Kondensator-Elektrode (E2) ausgebildet sind und eine
eigentliche Halbleiter-Bauelementschicht (3) durch eine Isolationsschicht (2) vom Tréagersubstrat (1) isoliert ist.



